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® Nb-SrTiO, & &k £ DLi,PO,/Li(Ni, :Mn, )O, T, REEH7.6 Qcm? [3]
[1] K. Kawashima et al., ACS Appl. Energy Mater., 3 (2020) 11803

[2] B.Wang et al., J. Electrochem. Soc., 143 (1996) 3203

[3] H. Kawasoko et al., ACS Appl. Mater, interfaces 10 (2018) 27498
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Kawayama et al., J. Electrochem. Soc. 17,1 090529 (2024)
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Kawayama et al., J. Electrochem. Soc. 17,1 090529 (2024)

® |BAD off: 10/ J)L B DB =560 mAhg.

® |BAD on: 1044/ 2JLE DB =IL%I150 mAhg-1
o HAY)LEFELRE

15



Maflisi A=

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ﬁ%i&&)

o LifA>EMDIEIRM 2 R CiagaibcE D
Z EHVEIEE.

e ZRMKIET., (111)EMERICFET. 1A E—A
AEIC<100>AmmEhimE< ., 3ifdE bz R,

e IBADICKDTIA /ODTF ARENMEN L., EHNE
SMENT DR E. ERUEFEEE L.

AAMOBRAIC KD BRAZIREMR LE(CLi-A >
IR ZE 2R T D C &M alge & 7/xD. T D‘*F
STJIVEM, IoTFWVINDEE., 2T LAEBEIC
LBDEILRILF—BEAIRENTTREL /8D,

16



Mafhiat A=

BESNhOH®

. ZIKTS'ZWIO)#%ETC@%{EEMBZ RZEMNT ZLE(CKD,

IJ 7_ a7 )
O)LI’I/7I-/EE,/

EEERREDT LFTIVIRERN

hd)'f/E%IJ b\__l- Hlﬁo

o MR, BXUELFERCAHNEMERIMAPRIE LB D
CENTEDOIREMEN DD

o IBFAEIIRE

MR (CSERRRN R PIBE T DD T,

SizmlEUsHE UIERBEFME EDEEN AIEE,
o X/C. /«—?HE7&9/T.[AHU(L_$ EE'9 éc_cl:_(c_cJ:D

EEthE (5

£) 7REMDAIEEE

17



Mafhiat A=

EAMEIZRITT-FFE

o PLDRX—XMDIBADTI(Z. stRloOmEmIEZKE
TERWESD, SEIIXR/I\WAHU T

Cl’gl-ﬁ‘(c_lgjbj_ EEHE:

=y CAREIE

’/Z\Ro
o 1A E—LDIHRE

IDEN

o1 > DFERETS

& IBADDEFDEEA tb\M\Ro

o /R —YOSiR ERRL IREE
BRARICHITDHE ??)J’\?E’Z@EEO

JE Nz FHU S

18



Mafhiat A=

TEADHHF
o JGRMIC., BIRBILIBZHMMAATITD:C

Wi,

L7 ) A AXR10T5 ) (1 ADHREIFFE.

o IHEHEAE. T >F)LEIEE. FEHEE L DERE

bZ1TD/28I(C, /ZTAuqurbj 1t A%

gDz &2 HR%:F

19



MinRAs

EEXADEER. PRR1U

AL, SUVEIRZFDOMRIOR RfGaa1b.
B RLUO=ZAYY FOREREMR _EANDECER
DN BIEE TH D, LIBLUIAMZCHE LD LD
IMFENENEDIREN DN, g
B ENHVE]EE,

20



- -
TR
New Technology Presentation Meetings!

o FEHADZIR

L
-
L
-

xIZEPN

o EHRH

o FEHADZFN

Cc CC

=IZEPN

o FHRE

AL TR T DB ETE

 IFMGEY)BIBDRISH A

LfEEES : %5E2021-137108

: REPRF
CJWER. EHE S

. BB LB R

WFRESS : ¥FFE2024-034558

: REPARF
JILER. THEER

21



MR mRAs

BRINEHE L

TREPKF R REBS RS/ RX—> 3 258

e-mail ip-eng@saci.kyoto-u.ac.jp

22



	イオンビームアシスト成膜法による�二次電池材料の低温形成と電気化学活性化
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	従来技術（薄膜型LIB）
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	結果まとめ
	想定される用途
	実用化に向けた課題
	企業への期待
	企業への貢献、PRポイント
	本技術に関する知的財産権
	お問い合わせ先

